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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Еволюція структурних дефектів у приповерхневому шарі бар'єрних структур на основі p-Si, стимульована
дією зовнішніх факторів

2. Evolution of structural defects in the surface layer of barrier structures based on p-Si, stimulated by external
factors

Реферат:
1. Представлено результати дослідження та зроблено аналіз електрофізичних характеристик поверхнево-
бар'єрних структур на основі p-Si для радіоелектроніки та сонячної енергетики. Проведено дослідження
радіаційно- та магніто-стимульованих змін електрофізичних характеристик при наявності та відсутності
поля напружень дислокацій. Представлено дослідження дефектів з глибокими енергетичними рівнями у
забороненій зоні кремнію з допомогою ємнісно-модуляційної спектроскопії та описано їхню еволюцію під
дією Х-опромінення. Показана наявність на поверхні "сонячного" кремнію мікро- та нановключень.

2. The results of the research and the analysis of electro-physical characteristics surface-barrier structures on the
base of p-Si for electronic grade silicon and solar grade silicon are represented. A study of radiation-and magneto-
stimulated changes in electrophysical characteristics at presence and absence of the dislocations stress field was
carried out. The researches of defects with deep energy levels in the bandgap of silicon using capacitive-



modulation spectroscopy are represented. Evolution of these defects under the influence X-irradiation is
described. It is shown the presence of micro and nanoinclusion on the surface of solar grade silicon.
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